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内容概要

　　《TiO2纳米管阵列的沉积改性与物性研究》从有利于后续功能化改性的纳米管阵列的制备出发，
通过掌握CdS及CdSe在TiO2纳米管内的沉积机理，实现其在纳米管内的可控沉积。
然后将特定功函的金属沉积在CdSe／CdS／TiO2材料上。
改性过程将窄带半导体材料的可控沉积、改性成分长效保护、异质结／Schottky结等多重技术结合起
来，探求TiO2纳米管阵列改性材料的性能与各相关参数的关系及其电荷传输机制，将为纳米TiO2光催
化剂、光电转换器件等的发展开辟一个新的方向，为设计和制备具有良好光电转换性能、光催化性能
的器件和新型功能薄膜提供依据。
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章节摘录

　　通过调节Cd2+的浓度，先后实现了CdS和CdSe纳米材料在Ti02纳米管内的可控沉积，从而获得了
各组分厚度渐变的CdSe-CdS-TiO2体系；在纳米维度空间内实施沉积时，离子从管外迁移至管内的过
程可能成了沉积的控制步骤。
CdSe/CdS/TiO2体系在紫外到可见光区的吸收强度随沉积量的增加而增强，光学能带隙也随沉积量的
增加而稍微下降。
其光电性能与CdSe层及CdS层的量、纳米管阵列的内径相关。
　　对于TiO2复合功能材料而言，改性材料的特性及改性材料与TiO2接触的紧密程度不仅决定着TiO2
复合功能材料的性能，也决定着改性材料本身的化学稳定性--这一点对具有光腐蚀特点的材料显得尤
为重要。
CdS和CdSe具有窄的能带隙和大的电荷传输速率，当以CdS或者CdSe对T1O2纳米管阵列进行改性时，
由于能带低的半导体材料的引入和异质结的形成，使得二者的费米能级将在接触界面处发生弯曲，此
时CdS或者CdSe中的光生载流子就易于注入TiO2纳米管内部。
因此，经过CdS或者CdSe改性的Ti02纳米管阵列膜具有更高的光量子产率、更优异的光生电子一空穴
对分离能力及光催化性能。
　　然而，当单独以CdS或者CdSe对Ti02纳米管阵列膜实施改性时，则具有很大的局限性。
当仅仅以CdS对Ti02纳米管阵列进行改性时，虽然其光吸收强度显著增强，且光吸收范围能够被有效
地拓展到可见光区，但是其光电转换效率最高也仅仅在4%左右。
　　⋯⋯
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